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[序論] フッ化物はマルチフェロイック物性や高いイオン伝導性など多様な特性を示す[1]。その

中でも、蛍石構造を有する Ba0.5Bi0.5F2.5は高イオン伝導材料として研究されており、カチオンの配

置に伴いイオン伝導性が変化する[2]。Ba0.5Bi0.5F2.5 はこれまでバルク体でのみ報告されており、

BaF2 と BiF3 とを混合して高温で焼成する固相反応法により合成されてきた。今回我々は、

Ba0.5Bi0.5F2.5 のカチオン配置がペロブスカイト構造 BaBiO3 と同様であることに着目し、準安定状

態の作製に適したトポタクティックフッ化反応を BaBiO3 薄膜に適用することでカチオン規則配

列した Ba0.5Bi0.5F2.5薄膜の作製を試みた。 

[実験手法] 前駆体である BaBiO3 薄膜をパルスレーザー堆積法により SrTiO3 (001)基板上に堆積

させた。その後、得られた前駆体薄膜に対して Arガス中で 12時間、Tf = 300°C でポリフッ化ビニ

リデン(PVDF)と反応させた。得られた薄膜の結晶構造は X 線回折法(XRD)で、組成比はエネルギ

ー分散型 X線分析(EDS)により測定した。 

[結果と考察] 図 1 に BaBiO3前駆体薄膜と Tf = 300°C で反応させた薄膜の面直方向の XRD パタ

ーンを示す。BaBiO3前駆体薄膜は、c軸長が 4.34 Å のペロブスカイト構造を有していることが分

かる（図 1(a)）。PVDFによるフッ化後、薄膜の 002ピークは低角側に大きくシフトし、前駆体と

は異なる c軸長 6.00 Å の構造に変化する様子が明瞭に観測された（図 1(b)）。さらに面内の格子定

数も測定したところ、a軸長が 6.07 Å であり、フッ化後

は蛍石構造をとることが判明した。また、このフッ化膜

の XRD パターンにおいて、001 超格子ピークが観測さ

れた。EDS測定により、反応前後でカチオン比は変化せ

ず、一方で反応後薄膜内の酸素は全てフッ素で置換さ

れ、さらにもとの酸素量よりもフッ素量が増加している

ことを確認した。これらの結果は、カチオン規則配列し

た Ba0.5Bi0.5F2.5 薄膜がトポタクティックフッ化反応によ

って得られたことを示している。 

講演では反応温度によるカチオン規則配列の制御に

ついても議論する予定である。 
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Fig. 1. The XRD patterns of (a) precursor 

BaBiO3 and (b) Ba0.5Bi0.5F2.5 films 

fabricated on SrTiO3 (001). 

L
o

g
 i
n

te
n

s
it
y
 (

a
rb

. 
u

n
it
s
)

605040302010
2θ (deg.)

S
rT

iO
3
 0

0
1

S
rT

iO
3
 0

0
2

B
a

B
iO

3
 0

0
2

B
a

B
iO

3
 0

0
1

B
a

0
.5

B
i 0

.5
F

2
.5

 0
0

1

Precursor

Tf = 300°C

B
a

0
.5

B
i 0

.5
F

2
.5

 0
0

2

(a)

(b)

第76回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2015 名古屋国際会議場)13p-2Q-10 

© 2015年 応用物理学会 05-024


